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近年、インジゴを用いた有機電界効果トランジスタ (OFET) がアンバイポーラ型の特性を示し、

そのホール移動度と電子移動度 (µh/µe) はそれぞれ 0.01/0.01 cm2 V–1 s–1であるという報告がなさ

れた[1]。また、ブロモ体であるチリアンパープル (Tyrian Purple, 6,6’-dibromoindigo) を用いた

OFETにおいても、 µh/µeは 0.4/0.4 cm2 V–1 s–1 という特性が報告されている[2]。インジゴ骨格で

は NH部分がドナー性、C=O部分がアクセプター性の役割を果たし、最小限の分子骨格でアンバ

イポーラ伝導を実現している[3]。本研究ではインジゴの 5,5’位にハロゲン原子 (1–4)とフェニル基

(5) [4]を導入し、特性の改善を目指した。 

化合物 1–5 は既報の手法に従って合成した[5, 6]。TTC (Tetratetracontane, C44H90)で処理した

Si/SiO2基板上に化合物 1–5を製膜した後、電極として金を蒸着した。これらのトランジスタ特性

を測定した結果を Table 1に示した。化合物 1と 2は n型の特性しか示めさないのに対して、3–5

はバランスの取れた優れたアンバイポーラ特性を示した。導入する置換基の種類によって基板上

での化合物の配列を制御し、高移動度のデバイスの実現に成功した。アンバイポーラトランジス

タの移動度はゲート電圧スキャン方向に比較的敏感であるが、4で 0.57/1.1 cm2 V–1 s–1、5で 0.56/0.95 

cm2 V–1 s–1という低分子系のアンバイポーラ有機半導体の中では非常に高い値を示した。 

	 Table 1. Summary of mobilities of indigo derivatives. 
 
 
 
 
 
 
 
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

Figure 1. Indigo derivatives. 	 	 	 W/L [µm/µm] : 1000/100, Capacitance per area [nF cm–2] : 10.4 
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Semiconductors VDS [V] Maximum mobilities under vacuum  
[cm2 V–1 s–1] 

Hole Electron 

1 80 - 1.7x10–3 

2 80 - 0.022 

3 80 / –80 0.21 / 0.071 0.039 / 0.35 
4 80 / –80 0.57 / 0.42 0.85 / 1.1 

5 80 / –80 0.56 / 0.24 0.60 / 0.95 
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